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１．概要（Summary） 

可視光で光学位相差を生じるマイクロスケールの変調

素子に，透過光変調特性を付加することが研究の目的で

ある。MEMS アクチュエータを集積化して Au ナノグレー

ティングを構成することで、通電加熱による構造の変形に

よって透過率変調が生じることを実証する。サブミクロンサ

イズのアクチュエータ集積のために、プラットフォームの電

子戦描画装置を利用した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高 速 大 面 積 電 子 線 描 画 装 置 （ ADVANTEST 
F5112+VD01）を利用し、大面積電極パターンとサブミク

ロンサイズの微細構造を同工程内で一括描画した。また、

現像工程及び光学顕微鏡によるパターン形状評価を，プ

ラットフォーム内の設備を利用して行った。 
【実験方法】 

20 mm 角のガラス基板に Si 犠牲層を描画した。描画

にはF5112+VD01を利用し、レジスト材としてポジ型の共

用 EB レジスト OEBRCAP112PM を使用した。露光条件

は、4.8 ~ 5.2 µC/cm2で振ることで、最適条件を模索した。

自部門へ持ち帰り，その上から SiO2及び Cr/Au をスパッ

タリング成膜した。 
上記でパターニングした犠牲層の位置に合わせるよう

にして，MEMS アクチュエータパターンの描画を行った。

同様のポジ型 EB レジストを使用し、F5112+VD01 で大

面積電極パターンとサブミクロンサイズのアクチュエータ

パターンを一括で描画した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に、描画したアクチュエータパターンの光学顕微

鏡観察像を示す。周期 0.7 µm のパターニングは露光量

5.2 µC/cm2 では過露光となり、必要な解像度が得られな

かった（Fig. 1 (a)）。露光量を 5.0 µC/cm2に修正すること

で、所望のアクチュエータパターンを描画することに成功

した。今回使用したレジストは比較的厚膜のため、本研究

のようなアスペクト比の高いパターンは、現像工程で倒壊

してしまうことが多い。しかしながら、露光条件を最適化す

ることで、アスペクト比 3~4の構造の描画が可能であること

がわかった。 
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Fig. 1   Optical micrograph of the device. (a) 
Exposure dose is 5.2 µC/cm2. (b) Exposure dose is 
5.0 µC/cm2. 
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